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１．概要（Summary） 

高抵抗 Si 基板への異種半導体及びコンポーネンツ実

装する HySIC (Hybrid Si Integrated Circuit)構造を

確立するため、パターンニングプロセスを東北大学西澤

研究センターの設備により実施。今回Si基板上に実装面

と接地面、さらにはミリ波帯の伝送線路を形成した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

エッチングチャンバー、両面アライナ露光装置、レーザ

描画装置、熱CVD、芝浦スパッタ装置、めっき装置、アル

バック ICP-RIE、イオンミリング装置 

【実験方法】 

高抵抗 Si 基板（両面研磨）の両面に酸化膜（膜厚 1 

µm、時間 2 h 20 m）を成膜し下地とした。表面側は酸化

膜を全面エッチングしてから全面スパッタ（Ti/Au）を施し、

配線形成に移行。配線パターンニングにより伝送線路及

び接地面を形成して、金めっきにより厚膜化した（膜厚 5 

µm）。レジスト除去後、イオンミリングにより、伝送線路、接

地面部分以外の金属膜を除去。配線形成マスクは、レー

ザ描画装置を使ってエマルジュンマスクにより作成した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

配線形成（パターニング）が完了した Si 基板の写真を 

Fig. 1 に示す。スクライブ前であるが、伝送線路、接地面、

異種素子実装面を配した構成を形成することが出来た。

最終的なスクライブサイズは 15 mm×15 mmであり、Si

基板より良品 16個程度以上を収量できるようにした。 

参考までに外部機関でスクライブを実施したHySIC基

板の外観写真を Fig. 2に示す。 

 

Fig. 1 Picture of patterned substrate. 

 

 

Fig. 2 Picture of HySIC substrate. 
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